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摘 要

　本論文主要是以有機金屬化學氣相沉積法(metal-organic chemical vapor deposition, MOCVD)在矽(Si)基板(substrate)上進行

砷化鎵(GaAs)太陽能電池(solar cells)之異質磊晶(heteroepitaxial)研究。有鑑於Ⅲ-Ⅴ族太陽能電池的普及始終受到成本的限制

，所以若能以矽基板取代砷化鎵或鍺(Ge)基板，並在其上成長高品質的Ⅲ-Ⅴ族太陽能電池的話，必能加速其取代矽基太陽

能電池的速度。但直接將砷化鎵成長在矽基板上，必然需要面對其晶格常數(lattice constant)與熱膨脹係數(thermal expansion

coefficient)有著巨大差異的問題，使用特別的磊晶技術，如二步驟成長製程(two-step growth process)、熱循環退火(thermal

cyclic annealing, TCA)與中間層(intermediate layer, IL)可以有效的改善所產生的差排(dislocation)與缺陷(defect)問題。由於以往

少有關於在矽基板上成長砷化鎵的實際光電元件特性被揭露，本論文以最佳化後的成核層條件堆疊砷化鎵太陽能電池，並

經標準製程製成5.6mm x 5.6mm的元件後，在太陽光模擬器(solar simulator)下進行量測，並成功在矽基板上得到經退火

後4.02%的轉換效率(AM1.5 無抗反射層)，對比同樣結構在砷化鎵基板上量測到的17.92%的轉換效率，短路電

流(short-circuit current, Isc)下降原因被推測為歐姆接觸(ohmic contact)與差排密度的影響。
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